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PowerSnooze™ およびエラー訂正コード  (ECC) 内蔵 4M ビッ ト  (256K ワード  × 16 ビッ ト ) スタテ ィ ッ ク RAM

特長

■ 高速

❐ アクセス時間 (tAA) = 10ns ／ 15ns

■ 超低消費電力ディープスリープ (DS) 電流
❐ IDS = 15µA

■ 低いアクテ ィブおよびスタンドバイ電流

❐ アクテ ィブ電流 ICC = 38mA (Typ)
❐ スタンバイ電流 ISB2 = 6mA (Typ)

■ 広い動作電圧範囲 : 1.65V ～ 2.2V、2.2V ～ 3.6V、4.5V ～ 5.5V

■ シングル ビッ ト  エラー訂正用の内蔵 ECC[1]

■ 1.0V データ保持 

■ TTL 互換の入出力

■ 1 ビッ ト  エラー検出と訂正を示すエラー表示 (ERR) ピン

■ 44 ピン TSOP II および鉛フリー 48 ボール VFBGA で出荷

機能説明

CY7S1041G は、 256K ワード  × 16 ビッ トで構成される、 高性

能 PowerSnooze™ 搭載のスタテ ィ ック RAM です。このデバイ

スは高速アクセス時間 (10ns) および独自の超低消費電力

デ ィ ープスリープ モードに対応しています。 最大 15µA の

デ ィ ープス リープ モー ド時の電流によ り、 CY7S1041G ／

CY7S1041GE デバイスは高速SRAM と低消費電力SRAMの優

位点を業界標準のパッケージ オプシ ョ ンに統合しています。デ

バイスはまた、 アクセスした位置でシングル ビッ ト  エラーを

検出して訂正する内蔵 ECC ロジックを備えています。

通常動作モードのために、ディープスリープ入力 (DS) を HIGH
にしてアサート停止する必要があります。

データ書き込みを実行するには、 チップ イネーブル (CE) と書

き込みイネーブル (WE)  入力を LOW にアサート し、 データと

アドレスをそれぞれデバイスのデータ  ピン (I/O0 ～ I/O15) とア

ドレス ピン (A0 ～ A17) に提供します。 上位バイ ト  イネーブル

(BHE) と下位バイ ト  イネーブル (BLE)  入力はバイ ト書き込み

を制御し、 対応する I/O ライン上のデータを指定されたメモリ

位置に書き込みます。 BHE は I/O8 ～ I/O15 を制御し、 BLE は

I/O0 ～ I/O7 を制御します。

データ読み出しを実行するには、 チップ イネーブル (CE) と出

力イネーブル (OE) 入力を LOW にアサート し、必要なアドレス

をアドレス ラインに提供します。読み出しデータは I/O ライン

(I/O0 ～ I/O15) 上でアクセスできます。 バイ ト  アクセスを実行

するには、 必要なバイ ト  イネーブル信号 (BHE または BLE) を
アサート して、 指定されたアドレス位置からデータの上位バイ

トまたは下位バイ トのいずれかを読み出します。

ディープスリープ入力 (DS) が LOW にアサート されると、デバ

イスは低消費電力ディープスリープ モードに入ります。この状

態では、 デバイスは通常動作が無効にされ、 低消費電力のデー

タ保持モードに移行します。 デバイスは、 ディープスリープ入

力 (DS) を HIGH にしてアサート停止することでアクテ ィブに

なります。 

CY7S1041G は 44 ピン TSOP II、 48 ボール VFBGA および 44
ピン (400mil) 成形 SOJ のパッケージで提供されています。 

製品ポート フォリオ

プロダク ト  [2] 範囲 VCC の範囲 (V) 速度 (ns)

消費電力

ICC 動作、 (mA) スタンバイ、
ISB2 (mA)

ディープ スリープ
電流 (µA)f = fmax

Typ[3] Max Typ[3] Max Typ[3] Max

CY7S1041G(E)18

産業用

1.65V ～ 2.2V 15 – 40 6 8 – 15

CY7S1041G(E)30 2.2V ～ 3.6V 10 38 45

CY7S1041G(E) 4.5 ～ 5.5V 10 38 45

 注 :
1. このデバイスは、 エラー検出機能の自動再書き込みに対応していません。

2. ERR ピンは、 注文コードに ERR オプシ ョ ン 「E」 があるデバイスにのみ備えられています。 詳細は、 注文情報をご参照く ださい。

3. 標準値は単なる参照値であり、 保証または試験されていません。 標準値は、 VCC = 1.8V (VCC が 1.65V ～ 2.2V の場合 )、 VCC = 3V (VCC が 2.2V ～ 3.6V の場合 ) 
および VCC = 5V (VCC が 4.5V ～ 5.5V の場合 )、 TA = 25°C で測定しています。
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論理ブロック図 – CY7S1041G / CY7S1041GE
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ピン設定

図 1.  44 ピン TSOP II のピン配置、 CY7S1041G

図 2.  48 ボール VFBGA (6 × 8 × 1.0mm) ERR なしの

シングル チップ イネーブル、 CY7S1041G [4]、

パッケージ／グレード ID: BVJXI [6] 

図 3.  48 ボール VFBGA (6 × 8 × 1.0mm) ERR 付きの

シングル チップ イネーブル、 CY7S1041GE [4、 5]、

パッケージ／グレード ID: BVJXI [6]
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 注 :
4. NC ピンはパッケージ内のダイには接続されていません。 

5. ERR は出力ピンです。

6. パッケージ タイプ BVXI とは違い、 パッケージ タイプ BVJXI は JEDEC に準拠しています。 両パッケージ間の相違点は、 上位と下位 I/O (I/O[7:0] と I/O[15:8]) ボー

ルが交換されることです。
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図 4.  48 ボール VFBGA (6 × 8 × 1.0mm) ERR なしの

シングル チップ イネーブル、 CY7S1041G [7]、

パッケージ／グレード ID: BVXI [9]

図 5.  48 ボール VFBGA (6 × 8 × 1.0mm) ERR 付きの

シングル チップ イネーブル、 CY7S1041GE [7、 8]、

パッケージ／グレード ID: BVXI [9] 

ピン設定 ( 続き )
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 注 :
7. NC ピンはパッケージ内のダイには接続されていません。 

8. ERR は出力ピンです。

9. パッケージ タイプ BVXI とは違い、 パッケージ タイプ BVJXI は JEDEC に準拠しています。 両パッケージ間の相違点は、 上位と下位 I/O (I/O[7:0] と I/O[15:8]) ボー

ルが交換されることです。
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最大定格

最大定格を超えると、 デバイスの寿命が短く なる可能性があり
ます。 これらのユーザー ガイ ド ラインはテス ト されていませ
ん。

保存温度 ....................................................–65°C ～ +150°C

通電時の周囲温度.......................................–55°C ～ +125°C

GND を基準とした VCC の電源電圧 [10] ....... –0.5V ～ +6.0V

HI-Z 状態の出力に
印加される DC 電圧 [10] ..........................–0.5V ～ VCC+0.5V

DC 入力電圧 [10] ......................................–0.5V ～ VCC+0.5V

出力への電流 (LOW) .................................................... 20mA

静電気放電電圧
 (MIL-STD-883、 Method 3015) ............................... > 2001V 

ラッチアップ電流.................................................... > 140mA

動作範囲

範囲 周囲温度 VCC

産業用 –40°C ～ +85°C
1.65V ～ 2.2V、
2.2V ～ 3.6V、
4.5V ～ 5.5V

DC 電気的特性

–40°C ～ +85°C の動作範囲において

パラメーター 説明 テスト条件
10ns ／ 15ns

単位
Min Typ[11] Max

VOH 出力 HIGH 電圧 1.65V ～ 2.2V VCC = Min、 IOH = –0.1mA 1.4 – –

V

2.2V ～ 2.7V VCC = Min、 IOH = –1.0 mA 2 – –

2.7V ～ 3.6V VCC = Min、 IOH = –4.0mA 2.2 – –

4.5V ～ 5.5V VCC = Min、 IOH = –4.0 mA 2.4 – –

4.5V ～ 5.5V VCC = Min、 IOH = –0.1mA VCC- 0.5[13] – –

VOL 出力 LOW 電圧 1.65V ～ 2.2V VCC = Min、 IOL = 0.1mA – – 0.2

V
2.2V ～ 2.7V VCC = Min、 IOL = 2mA – – 0.4

2.7V ～ 3.6V VCC = Min、 IOL = 8mA – – 0.4

3.6V ～ 5.5V VCC = Min、 IOL = 8mA – – 0.4

VIH
[10、 12] 入力 HIGH 電圧 1.65V ～ 2.2V 1.4 – VCC+0.2

V
2.2V ～ 2.7V 2 – VCC+0.3

2.7V ～ 3.6V 2 – VCC+0.3

3.6V ～ 5.5V 2.2 – VCC+0.5

VIL
[10、 12] 入力 LOW 電圧 1.65V ～ 2.2V –0.2 – 0.4

V
2.2V ～ 2.7V –0.3 – 0.6

2.7V ～ 3.6V –0.3 – 0.8

3.6V ～ 5.5V –0.5 – 0.8

IIX 入力リーク電流 GND < VIN < VCC –1 – +1 A

IOZ 出力リーク電流 GND < VOUT < VCC、 出力が無効 –1 – +1 A

ICC VCC の動作時電源電流 VCC = Max、 IOUT=0mA、
CMOS レベル

f = 100MHz – 38 45
mA

f = 66.7MHz – 40 40

ISB1 待機時電流 – TTL 入力 VCC (Max)、 CE > VIH、

VIN > VIH または VIN < VIL、 f = fMAX
– – 15 mA

ISB2 スタンバイ電流 – CMOS 入力 VCC (Max)、 CE > VCC – 0.2V、
DS > VCC – 0.2V、
VIN > VCC – 0.2V または VIN < 0.2V、 f = 0

– 6 8 mA

IDS ディープスリープ電流 VCC (Max)、 CE > VCC – 0.2V、 DS < 0.2V、
VIN > VCC – 0.2V または VIN < 0.2V、 f = 0

– – 15 A

 注 :
10. 2ns 未満のパルス幅については VIL (Min) = –2.0V、 VIH (Max) = VCC + 2V。
11. 標準値は単なる参照値であり、 保証または試験されていません。 標準値は、 VCC = 1.8V (VCC が 1.65V ～ 2.2V の場合 )、 VCC = 3V (VCC が 2.2V ～ 3.6V の場合 ) 

および VCC = 5V (VCC が 4.5V ～ 5.5V の場合 )、 TA = 25°C で測定しています。

12. DS ピンについては、 VIH (Min) は VCC – 0.2V で、 VIL (Max) は 0.2V です。

13. このパラ メーターは設計保証であり、 試験されていません。
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静電容量

パラメーター [14] 説明 テスト条件 すべてのパッケージ 単位

CIN 入力容量 TA = 25°C、 f = 1MHz、 VCC (typ) 10 pF

COUT I/O 容量 10 pF

熱抵抗

パラメーター [14] 説明 テスト条件 48 ボール VFBGA 44 ピン TSOP II 単位

JA 熱抵抗
( 接合部から周囲 )

無風状態、3×4.5 インチの 4 層プ
リン ト回路基板に半田付け

31.35 68.85 °C/W

JC 熱抵抗
( 接合部からケース )

14.74 15.97 °C/W

AC テストの負荷および波形
図 6.  AC テストの負荷および波形 [15]
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* 容量負荷は、
テス ト環境の全ての
コンポーネン ト を含む

HI-Z 特性 :

(a)

時間 : >1V/ns

パラメーター 1.8V 3.0V 5.0V 単位

R1 1667 317 317 

R2 1538 351 351 

VTH VCC/2 1.5 1.5 V

VHIGH 1.8 3.0 3.0 V

 注 :
14. 開発時、 およびこれらのパラ メーターに影響を与えることがある設計／プロセス変更がある場合にテスト されます。

15. 完全なデバイスの AC 動作には、 0 から  VCC(min) への 100s ランプ時間、 または VCC が安定した後、 100s の待機時間を想定しています。
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データ保持特性

–40°C ～ +85°C の動作範囲において

パラメーター 説明 条件 [16] Min Max 単位

VDR データ保持用のVCC 1.0 – V

ICCDR データ保持電流
VCC = VDR、 CE >VCC – 0.2V、 DS  > VCC – 0.2V、
VIN > VCC – 0.2V または VIN < 0.2V

– 8 mA

tCDR
[17] チップの選択解除からデータ

保持までの時間
0 – ns

tR
[17、 18] 動作回復時間

2.2V < VCC < 5.5V 10 – ns

VCC < 2.2V 15 – ns

データ保持波形
図 7.  データ保持波形 [18]

tCDR tR

VDR = 1.0 V

DATA RETENTION MODE

VCC(min) VCC(min)
VCC

CE

 注 :
16. データ保持モードの間は DS 信号 は HIGH である必要があります。

17. これらのパラ メーターは設計保証です。

18. デバイスの完全な動作には、 VDR から VCC(min) までのリニア VCC ランプ時間が 100s 以上であるか、 または VCC(min) で安定する時間が 100s 以上である必要が

あります。
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ディープスリープ モード特性

–40°C ～ +85°C の動作範囲において

パラメーター 説明 条件 Min Max 単位

IDS ディープスリープ モード電流
VCC = VCC (Max)、 DS < 0.2V、
VIN > VCC – 0.2V または VIN < 0.2V

– 15 A

tPDS
[19]

デバイ スがデ ィ ープス リ ープ
モード を正常に終了するための
最小 DS LOW 時間

100 – ns

tDS
[20] DS アサートからディープスリー

プ モードへの遷移時間
– 1 ms

tDSCD
[19] DS アサー ト 停止からチ ッ プ

ディスエーブルまでの時間
tPDS >  tPDS(min) の場合 – 100 s

tPDS < tPDS(min) の場合 – 0 s

tDSCA

DS アサート停止からチップアク
セスまでの時間 ( アクティブ／
スタンバイ )

tPDS >  tPDS(min) の場合
300 – s

tPDS < tPDS(min) の場合

図 8.  アクティブ、 スタンバイおよびディープスリープ動作モード

DS

Chip 
Access

Mode Active/Standby 
Mode

Standby 
Mode

Deep Sleep Mode

tDS tDSCD

Allowed Not Allowed Allowed

ENABLE/
DISABLE

DON’T CARECE DISABLE
ENABLE/
DISABLE

Standby 
Mode

tDSCA

Active/Standby 
Mode

tPDS

 注 :
19. SRAM データ損失を防ぐために、 CE は DS アサート停止の tDSCD 時間内に HIGH にプルする必要があります。

20. DS 信号のアサート後、 デバイスはディープスリープ電流 IDS まで安定するのに最大 tDS 時間を要します。 この期間中、 デバイスをディープスリープ モードのま

まにするためには、 DS 信号は論理 LOW にアサート し続ける必要があります。
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AC スイッチング特性

–40°C ～ +85°C の動作範囲において

パラメーター [21] 説明
10ns 15ns

単位
Min Max Min Max

読み出しサイクル

tRC 読み出しサイクル時間 10 – 15 – ns

tAA アドレス指定からデータ有効までの時間 – 10 – 15 ns

tOHA アドレス変更からのデータ  ホールド時間 3 – 3 – ns

tACE CE LOW からデータ有効までの時間 – 10 – 15 ns

tDOE OE LOW からデータ有効までの時間 – 4.5 – 8 ns

tLZOE OE LOW から低インピーダンスまでの時間 [22、 23、 24] 0 – 0 – ns

tHZOE OE HIGH から HI-Z までの時間 [22、 23、 24] – 5 – 8 ns

tLZCE CE LOW から低インピーダンスまでの時間 [22、 23、 24] 3 – 3 – ns

tHZCE CE HIGH から HI-Z になるまでの時間 [22、 23、 24] – 5 – 8 ns

tPU CE LOW から電源投入までの時間 [ 24] 0 – 0 – ns

tPD CE HIGH から電源切断までの時間 [ 24] – 10 – 15 ns

tDBE バイ ト  イネーブルからデータ有効までの時間 – 4.5 – 8 ns

tLZBE バイ ト  イネーブルから低インピーダンスまでの時間 [22、 23、 24] 0 – 0 – ns

tHZBE バイ ト  ディスエーブルから HI-Z までの時間 [22、 23、 24] – 6 – 8 ns

書き込みサイクル [25、 26]

tWC 書き込みサイクル期間 10 – 15 – ns

tSCE CE LOW から書き込み完了まで 7 – 12 – ns

tAW アドレスセッ トアップから書き込み終了まで 7 – 12 – ns

tHA 書き込み終了からアドレス ホールドまで 0 – 0 – ns

tSA アドレスセッ トアップから書き込み開始 0 – 0 – ns

tPWE WE パルス幅 7 – 12 – ns

tSD データ  セッ トアップから書き込み終了まで 5 – 8 – ns

tHD 書き込み終了からデータ  ホールドまで 0 – 0 – ns

tLZWE WE HIGH から低インピーダンスまで [22、 23、 24] 3 – 3 – ns

tHZWE WE LOW から HI-Z まで [22、 23、 24] – 5 – 8 ns

tBW バイ ト  イネーブルから書き込み終了まで 7 – 12 – ns

 注 :
21. テス ト条件では、 信号遷移時間 ( 立ち上がり／立ち下がり ) が 3ns 以下、 タイ ミング基準レベルが 1.5V (VCC > 3V の場合 ) か VCC/2 (VCC < 3V の場合 )、 入力パ

ルス レベルが 0V ～ 3V (VCC > 3V の場合 ) か 0 ～ VCC (VCC< 3V の場合 ) であることを前提にします。 特に記載のない限り、 読み出しサイクルのテスト条件は 7

ページの図 6 の (a) に示す出力負荷を使用しています。

22. tHZOE、 tHZCE、 tHZWE、 tHZBE、 tLZOE、 tLZCE、 tLZWE および tLZBE は、 7 ページの図 6の (b) で示した 5pF の負荷容量が付いた状態で測定されています。 遷移は定常状態の

電圧から 200mV で測定されます。

23.任意の温度と電圧条件で、 どのデバイスでも tHZCE は tLZCE より小さ く 、 tHZBE は tLZBE より小さ く、 tHZOE は tLZOE より小さ く 、 tHZWE は tLZWE より小さいです。

24. これらのパラ メーターは設計保証です。

25. メモリの内部書き込み時間は WE = VIL、 CE = VIL、 DS = VIH、 BHE または BLE = VIL の条件が同時に発生する時に定義されます。 書き込みを開始するためには、

WE、CE、BHE および BLE 信号が LOW で、かつ DS が HIGH である必要があります。WE、CE、BHE および BLE 信号のいずれかの HIGH への遷移、または DS 信号の

LOW への遷移で、 書き込みを終了することができます。 入力データのセッ トアップとホールド  タイ ミ ングは、 書き込みを終了する信号のエッジを基準にする必

要があります。

26.書き込みサイクル 2 (WE 制御、 OE LOW) の最短書き込みパルス幅は、 tHZWE と tSD の和である必要があります。
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スイッチング波形
図 9.  CY7S1041G の読み出しサイクル 1 ( アドレス遷移制御 ) [27、 28、 29]

図 10.  CY7S1041GE の読み出しサイクル 2 ( アドレス遷移制御 ) [27、 28、 29]

ADDRESS

DATA I/O
PREVIOUS DATAOUT

VALID
DATAOUT VALID

tRC

tOHA

tAA

ADDRESS

DATA I/O
PREVIOUS DATAOUT

VALID
DATAOUT VALID

tRC

tOHA

tAA

ERR PREVIOUS ERR VALID ERR VALID

tOHA

tAA

 注 :
27. デバイスは継続して選択されています。 OE = VIL、 CE = VIL、 BHE ( または BLE または両方 ) = VIL。

28.読み出しサイクルの間は WE は HIGH です。

29. チップ アクセスの間は DS は HIGH です。
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図 11.  読み出しサイクル 3 (OE 制御 ) [30、 31、 32]

スイッチング波形 ( 続き )

tRC

tHZCE

tPD

tACE

tDOE

tLZOE

tDBE
tLZBE

tLZCE

tPU

HIGH IMPEDANCE DATA OUT  VALID
HIGH

IMPEDANCE

ADDRESS

CE

OE

BHE /

BLE

 

tHZOE

tHZBE

ISB

VCC

SUPPLY 
CURRENT

DATA I /O

 注 :
30. 読み出しサイクルの間は WE は HIGH です。

31. アドレスは CE の LOWへの遷移の前、 またはそれと同時に有効になります。

32. チップ アクセスの間は DS が HIGH である必要があります。
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図 12.  書き込みサイクル 1 (CE 制御 ) [33、 34、 35]

図 13.  書き込みサイクル 2 (WE 制御、 OE LOW) [33、 34、 35、 36]

スイッチング波形 ( 続き )

ADDRESS

CE

WE

BHE/
BLE

DATA I/O

OE

tWC

tSCE

tAW

tSA

tPWE

tHA

tBW

tHDtHZOE tSD

DATAIN VALID

ADDRESS

CE

DATA I/O

tW C

tSCE

tHD

tSD

tBW

BHE/
BLE

tAW tHA
tSA tPWE

tLZWE

tHZW E

W E

DATAIN VALID

 注 :
33. メモリの内部書き込み時間は WE = VIL、 CE = VIL、 DS = VIH、 BHE ( または BLE)  = VIL のオーバラップで定義されます。書き込みを開始するためには、 WE、 CE、

BHEおよびBLE信号がLOWで、かつDSがHIGHである必要があります。WE、CE、BHEおよびBLE信号のいずれかのHIGHへの遷移、またはDS信号のLOWへの遷

移で、書き込みを終了することができます。入力データのセッ トアップとホールド  タイ ミングは、書き込みを終了する信号のエッジを基準にする必要があります。

34. CE = VIH、 または OE = VIH または BHE ( および／または BLE ) = VIH の場合、 データ I/Oは HI-Z 状態に入ります。

35. チップ アクセスの間は DS が HIGH である必要があります。

36.書き込みサイクル 2 (WE 制御、 OE LOW) の最短書き込みパルス幅は、 tHZWE と tSD の和である必要があります。
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図 14.  書き込みサイクル 3 (WE 制御 ) [37、 38、 39]

図 15.  書き込みサイクル 4 (BLE または BHE 制御 ) [37、 38、 39]

スイッチング波形 ( 続き )
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BLE
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注 40

 注 :
37. メモリの内部書き込み時間は WE = VIL、 CE = VIL、 DS = VIH、 BHE ( または BLE) = VIL のオーバラップで定義されます。 書き込みを開始するためには、 WE、 CE、

BHEおよびBLE信号がLOWで、かつDSがHIGHである必要があります。WE、CE、BHEおよびBLE信号のいずれかのHIGHへの遷移、またはDS信号のLOWへの遷

移で、書き込みを終了することができます。入力データのセッ トアップとホールド  タイ ミングは、書き込みを終了する信号のエッジを基準にする必要があります。

38. CE = VIH、 または OE = VIH または DS = VIL または BHE ( および／または BLE) = VIH の場合、 データ I/Oは HI-Z状態に入ります。
39. チップ アクセスの間は DS は HIGH である必要があります。

40. この期間中、 I/O は出力状態にあります。 入力信号を印加しないで ください。
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真理値表

DS CE OE WE BLE BHE I/O0 ～ I/O7 I/O8 ～ I/O15 モード 電源

H H X[41] X[41] X[41] X[41] HI-Z HI-Z スタンバイ スタンバイ  (ISB)

H L L H L L データ出力 データ出力 全ビッ ト読み出し アクティブ (ICC)

H L L H L H データ出力 HI-Z 下位ビッ トのみ読み出し アクティブ (ICC)

H L L H H L HI-Z データ出力 上位ビッ トのみ読み出し アクティブ (ICC)

H L X L L L データ入力 データ入力 全ビッ ト書き込み アクティブ (ICC)

H L X L L H データ入力 HI-Z 下位ビッ トのみ書き込み アクティブ (ICC)

H L X L H L HI-Z データ入力 上位ビッ トのみ書き込み アクティブ (ICC)

H L H H X X HI-Z HI-Z デバイスが選択され、 出力が
無効

アクティブ (ICC)

L[42] X X X X X HI-Z HI-Z ディープスリープ ディープスリープ超低消費
電力 (IDS)

ERR 出力 – CY7S1041GE

出力 [43] モード

0 読み出し動作、 保存データにはシングル ビッ トエラーなし

1 読み出し動作、 シングル ビッ ト  エラーが検出され、 訂正済み

HI-Z デバイスが選択解除／出力が無効／書き込み動作

 注 :
41. これらのピンの入力電圧レベルは VIH または VIL である必要があります。

42. DS での VIL は < 0.2V である必要があります。

43. ERR は出力ピンです。 使用しない場合、 このピンはフローテ ィング状態のままにして ください。
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注文コードの定義

注文情報

速度 
(ns) 電圧範囲 注文コード パッケージ図 パッケージ タイプ ( すべて鉛フリー ) 動作範囲

10 2.2V ～ 3.6V CY7S1041GE30-10BVXI 51-85150 48 ボール VFBGA (6 × 8 × 1.0mm)、 ERR 出力 産業用

CY7S1041G30-10BVXI 51-85150 48 ボール VFBGA (6 × 8 × 1.0mm)

CY7S1041G30-10ZSXI 51-85087 44 ピン TSOP II

4.5V ～ 5.5V CY7S1041G-10ZSXI 51-85087 44 ピン TSOP II

SCY 1 - 10 I7 04 G1 XX X

温度範囲 : 
I = 産業用

鉛フリー

パッケージタイプ : XX = BV または ZS 
BV = 48 ボール VFBGA; 
ZS = 44 ピン TSOP II

速度 : 10ns 

電圧範囲 : 数字なしか 30 か 18
数字なし  = 4.5V ～ 5.5V ； 30 = 2.2V ～ 3.6V ； 18 = 1.65V ～ 2.2V

ERR 出力 

プロセス技術 : レビジ ョ ン コード "G" = 65nm 技術

データ幅 : 1 = ×16 ビッ ト

容量 : 04 = 4M ビッ ト

ファ ミ リ  コード : 1 = 非同期高速 SRAM ファ ミ リ

S = ディープスリープ機能

マーケティング コード : 7 = SRAM

会社 ID: CY = サイプレス

30E
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パッケージ図

図 16.  44 ピン TSOP II パッケージ外形、 51-85087

51-85087 *E
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図 17.  48 ボール VFBGA (6 × 8 × 1.0mm) BV48/BZ48 パッケージ外形図、 51-85150

パッケージ図 ( 続き )

51-85150 *H
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略語 本書の表記法

測定単位略語 説明

BHE バイ ト High イネーブル

BLE バイ ト Low イネーブル

CE チップ イネーブル

CMOS 相補型金属酸化膜半導体

ECC エラー訂正コード

I/O 入力／出力

OE 出力イネーブル

SRAM スタティ ック  ランダム アクセス メモリ

TSOP 小型薄型パッケージ

TTL ト ランジスタ - ト ランジスタ  ロジック

VFBGA 超ファインピッチ ボール グリ ッ ド  アレイ

WE 書き込みイネーブル

記号 測定単位

°C 摂氏温度

MHz メガヘルツ

A マイクロアンペア

s マイクロ秒

mA ミ リアンペア

mm ミ リ メートル

ns ナノ秒

 オーム

% パーセン ト

pF ピコファラッ ド

V ボルト

W ワッ ト
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改訂履歴

文書名 : CY7S1041G ／ CY7S1041GE、 PowerSnooze™ およびエラー訂正コード  (ECC) 内蔵 4M ビッ ト  (256K ワード  × 16
ビッ ト ) スタテ ィ ック RAM
文書番号 : 001-96523

版 ECN 番号 変更者 発行日 変更内容

** 4669814 HZEN 03/26/2015 これは英語版 001-92576 Rev. *A を翻訳した日本語版 001-96523 Rev. ** です。

*A 4908498 SSAS 09/07/2015 これは英語版 001-92576 Rev. *D を翻訳した日本語版 001-96523 Rev. *A です。

*B 5140071 HZEN 03/01/2016 これは英語版 001-92576 Rev. *E を翻訳した日本語版 001-96523 Rev. *B です。



文書番号 : 001-96523 Rev. *B 改訂日 2016 年 3 月 1 日 ページ 21/21
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